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PERFIL 1
ORIENTACOES:
1. N3o abra o caderno de questdes até que a autorizacdo seja dada pelos Aplicadores;

2. A interpretacdo das questdes é parte do processo de avaliacdo, ndo sendo permitidas
perguntas aos Aplicadores de prova;

3. Nesta prova, as questdes sdo de multipla escolha, com cinco alternativas cada uma,
sempre na sequéncia a, b, ¢, d, e, das quais somente uma é correta;

4. As respostas deverdo ser repassadas ao cartao-resposta utilizando caneta na cor azul
ou preta dentro do prazo estabelecido para realizacdo da prova, previsto em Edital;

5. Observe a forma correta de preenchimento do cartdo-resposta, pois apenas ele sera
levado em consideragdo na correcdo;

6. Nao havera substituicdo do cartdo resposta por erro de preenchimento ou por rasuras
feitas pelo candidato;

7. A marcagao de mais de uma alternativa em uma mesma questdo levard a anulagdo da
mesma;

8. N3o sdo permitidas consultas, empréstimos e comunicacdo entre os candidatos;

9. Ao concluir as provas, permaneca em seu lugar e comunique ao Aplicador de Prova.

Aguarde a autorizacao para devolver o cartao resposta, devidamente assinado em local
indicado. N3ao ha necessidade de devolver o caderno de prova;

10. O candidato ndo poderd sair da sala de aplicagdo antes que tenha se passado 1h0Omin
do inicio da aplicacdo das provas. SO sera permitido que o candidato leve o caderno de prova
objetiva apds 4h00min de seu inicio;

11. Os trés ultimos candidatos deverdo permanecer em sala até o fechamento da ata e
assinatura dos mesmo para fechamento da sala de aplicagao.



QUESTAO 01

Segundo a norma NBR 10067 nos cortes feitos no sentido longitudinal alguns elementos do desenho ndo devem
ser hachurados. Selecione a op¢do que possui apenas esses elementos que ndo devem ser hachurados

a. dentes de engrenagem, parafusos, elastobmeros
b. nervuras, arruelas, contrapinos.

c. pecas adjacentes, raios de roda, rebites

d. manipulos, chavetas, se¢Ges de espessura fina.
e. elementos alinhados, porcas, eixos

QUESTAO 02

Marque a opc¢do correta em relacdo aos nomes das vistas indicadas na figura abaixo:
b
d .~
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a. Avista (f) denominada de vista lateral esquerda.
b. Avista (a) é denominada de vista lateral direita.

c. Avista (c) é denominada de vista frontal.
d
e

. Avista (d) é denominada de vista lateral esquerda.
. Avista (f) é denominada de posterior.

QUESTAO 03

Marque opgdo correta para o calculo do momento de inércia () de uma porta de largura (L) e massa (M) para
rotacdes em torno do eixo das dobradicas:




QUESTAO 04

1) A figura abaixo representa a leitura de dois micrémetros externos de capacidade 0- 25 mm e resolugdo
0,001 mm.
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Quais os valores das medidas indicas em cada um respectivamente:

a.17,837mm e 7,267mm
b.17,867mm e 7,267mm
c.17,873mm e 7,337mm
d.17,533mm e 7,767mm
e. nenhuma das alternativas acima




QUESTAO 05

A figura abaixo representa a leitura de dois paquimetros com nénio em milimetros de resolu¢do 0,05mm e com
escala fixa em centimetros. Sendo de capacidade total 10 centimetros.
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Quais os valores das medidas indicas em cada um respectivamente:

a.18,24mm e 0,85mm
b. 18,20mm e 0,95mm
c. 18,20mm e 0,85mm
d. 18,35mm e 0,95mm
e. nenhuma das alternativas acima.

QUESTAO 06

y‘ a(x,y)

A figura acima apresenta um brago planar com duas articulacdes. E possivel identificar a posicdo da extremidade
(x,y) por meio das equacgdes:

a-x =L1cos ©;1 + L cos (B1+ ©3) ey = Ly sin B, + Ly sin (61+ 63);
b-x =11 cos©1+ L, cos (B2) ey=Lisin B+ Ly sin (63);
c-Xx=L;sin ©1 + Ly sin (B1+ ©3) ey = L1 cos B; + L, cos (B1+ 63);
d-x=1L;sin ©1 + Ly sin (62) ey = L1 cos B©1 + L, cos (6,);

e- nenhuma das equacgdes acima.




QUESTAO 7
A respeito da utilizacdo da robética na industria podemos afirmar:

I- O acionamento de robss na industria normalmente é realizado por: Acionamento hidrdulico, utilizado em
robo6s de grande porte e necessitam exercer grandes forcas; Acionamento pneumatico, utilizando em rob6s que
nao aplicam grandes forcas e operagdes simples como pegar e soltar objetos; e Acionamentos elétricos,
utilizados em sistemas precisos e com melhor repetibilidade.

lI- A velocidade do robd estd relacionada com a precisao do movimento a ser executado, quanto maior a
velocidade menor sera a precisao.

[1I- Robbs que utilizam controle ponto a ponto sdo capazes de identificar a melhor trajetéria para realizar a tarefa
programada, movendo-se sequencialmente de acordo com os pontos calculados.

Esta(3o) correta(s) a(s) afirmacao(0es):
a.lell, apenas.

b. Il e lll, apenas.

c. lelll, apenas.

d. todas as alternativas acima.

e. nenhuma das alternativas acima.

QUESTAO 8

Observando a curva tensdo-deformacdo retiradas um ensaio de tragdo para trés materiais diferentes podemos
afirmar que:
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Deformacao (g)

I- O material A é mais fragil que os demais
[I- O material B é mais tenaz que os demais
[ll- O material A é o mais resiliente

IV- O material C é o mais ductil

Estad(3o) correta(s) a(s) afirmacao(des):
a.lell, apenas.

b. Il e lll, apenas.

c.lelV, apenas.

d. todas as alternativas acima.

e. nenhuma das alternativas acima.




QUESTAO 09

Dados os circulos de Mohr abaixo:

Qual deles representa um estado de compressao uniaxial?
a. A

b.B

c.C

d.D

e. nenhuma das alternativas acima.

QUESTAO 10

Considere a temperatura de transicdo vitrea (Tg) dos trés polimeros representados abaixo e representadas por
Tg(A), Tg(B) e Tg(C).
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Levando em consideragdo apenas a estruturas das cadeias podemos afirmar que a tendéncia sera que:

a. Tg(A)>Tg(B) e Tg(C)
b. Tg(A) < Tg(B) e Tg(C)
c. Tg(A) =Tg(B) =Tg(C)
d. Tg(B) < Tg(A) > Tg(C)
e. nenhuma das alternativas acima.




QUESTAO 11

Observando as estruturas de bandas nos sélidos representadas abaixo podemos afirmar que os materiais a,b,c e
d sdo respectivamente:

B Banda de
) conducae Banda de
Banga Banda vazia coenducao
vazia vazia vazia
e — —y Espacamento |
Espacamenlo Ef |— entre bandas | | Espagamento
entre bandas | i T i —eoie bandas
Estados | Banda de
vazios | £, Banda Banda de valéncia
E - preenchida valéncia nohid
Estados preenchida preenchida
preenchidos | Z
(2} (b} {c} (d)

a. Metal,Metal,isolante,semicondutor

b. Isolante,Metal,isolante,semicondutor

c. semicondutor,Metal,isolante,semicondutor
d. Isolante, semicondutor,isolante,metal

e. nenhuma das alternativas acima.

QUESTAO 12

Abaixo temos a representacdo de uma curva de tensdo versus deformacdo da fibra (A) e de uma matriz (B)

usadas na construcdo de compdsitos. Em qual posicdo se espera obter a curva tensdo deformacgdo quando o
compdsito homogéneo for constituido.

Tensao (o)

Deformacdo (g)

Em qual posicdo se espera obter a curva tensdo-deformagdo quando o compdsito homogéneo for obtido?

a. A Curva estara acima da curva da fibra (A).

b. A Curva estard abaixo da curva da matriz (B).

c. A Curva estard entre a curva da matriz (B) e curva da fibra (A).
d. A Curva sera idéntica a da matriz (B)

e. nenhuma das alternativas acima.




QUESTAO 13
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Dada a curva tensdao deformacao acima podemos afirmar que as letras A,B,C,D e E indicam respectivamente:

a. Limite de escoamento, limite de resisténcia, ruptura, regido elastica, regido plastica.

b. Limite de resisténcia, limite de escoamento, ruptura, regido plastica, regido elastica.

c. Limite el3stico, limite de escoamento, limite de resisténcia, regido plastica, regido elastica.
d. Limite de resisténcia, limite eldstico, ruptura, regido plastica, regido elastica.

e. nenhuma das alternativas acima.

QUESTAO 14

Sdo dadas duas placas planas paralelas a distancia(e) de 1Imm. A placa superior move-se com velocidade (v) de
2m/s, enquanto a inferior é fixa. O espaco entre as placas é preenchido com 6leo de viscosidade cinematica
=0,1St e massa especifica(p) de 800Kg/m3.Qual serd a tensdo de cisalhamento (T) que agird no éleo?

Formulario Onde :
1St=1cm?/s T=Tensdo de cisalhamento
T=p(v/e) U= viscosidade cinematica
M=p.DL v=Velocidade
p = viscosidade dinamica
e=distancia
a. 16N/m?
b. 32N/m?.
c. 8N/m?>.
d. 4N/m>.

e. nenhuma das alternativas acima.




QUESTAO 15

Em qual regido da curva tensdo-deformacdo deve-se manter a carga para permitir a deformagao de uma chapa
metdlica sem defeitos?
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Deformacdo (g)

Marque a opgdo correta.

a. Regidao A

b. RegidoBeC

c. Regiao C

d. RegiaoCeD

e. nenhuma das alternativas acima.

QUESTAO 16
Como podemos obter um semicondutor tipo P ?

. Adicionando ao cristal de silicio ou germanio impurezas pentavalentes.
. Adicionando ao cristal de silicio ou germanio impurezas trivalentes.

. O cristal puro ja € um semicondutor tipo P

. Adicionando ao cristal de silicio ou germanio impurezas tetravalentes.
. nenhuma das alternativas acima.
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QUESTAO 17
Os conceitos abaixo sdo normalmente utilizados em Sistemas de Automacao:

I- Registro para armazenamento tempordrio de dados que pode permitir que dados saiam em tempos ou taxas
diferentes dos dados de entrada.

II- Meméria apenas de leitura, programavel, ndo volatil que pode ser apagada e reprogramada.

IlI- Pulsos gerados periodicamente através do sistema e usados para sincronizar as operagdes do equipamento.
IV-Combinacdo de hardware e Software que age como um esquema de intertravamento desligando as saidas do
processo, na hipdtese de um mal funcionamento.

Qual(is) dos termos esta (do) definido(s) acima:

a. WATCHDOG

b. BUFFER

c. BUS

d. CLOCK

e. todas as alternativas acima.

QUESTAO 18
Em relagdo a influéncia da temperatura em dispositivos semicondutores podemos afirmar:

I- Em transistores de junc¢do bipolar(TJB) o aumento da temperatura acarreta a corrente de fuga pelo aumento dos
portadores minoritarios.

[I- Em transistores TJB o aumento na temperatura reduz o ganho do transistor.

lll- Em transistores do tipo MOSFET (Transistor de Efeito de Campo de Oxido de Metal Semicondutor) a redugdo
na temperatura aumenta a corrente reversa no dreno pela mudanca na mobilidade dos portadores de carga.

IV- Em transistores do tipo MOSFET o aumento da temperatura reduz a corrente direta maxima do Dreno, pela
elevacdo da resisténcia entre dreno e fonte.

Esta(3do) correta(s) a(s) afirmacdo(0es):
a.l, llelll, apenas.

b. Il, lll e IV, apenas.

c. l, lllelV, apenas.

d. lelV, apenas.

e. todas as alternativas acima.




QUESTAO 19
Sobre a cristalinidade dos materiais podemos afirmar:

I- Materiais amorfos sdo aqueles que possuem organiza¢do de longo alcance e ndo de curto alcance.

[I- Célula unitaria em cristalografia consiste de um grupo de dtomos que forma um modelo repetitivo existente ao
longo da estrutura tridimensional.

[lI- O nimero de coordenagdo de uma estrutura CCC é igual a 8.

IV-O nimero de coordenacgao de uma estrutura CFC é igual a 12.

Estad(3o) correta(s) a(s) afirmacao(des):
a.l, Il elll, apenas.

b. Il, lll e IV, apenas.

c. I, Il elV, apenas.

d. 1, llelV, apenas.

e. todas as alternativas acima.

QUESTAO 20

Dada o diagrama das bandas de energia de uma juncado p-n no equilibrio térmico, onde Er é a energia devido ao
nivel de Fermi, E, é o nivel intrinseco de energia, Eca energia da banda de conducdo e E, é a energia da banda de
valéncia.

As regides A, B e C sao respectivamente
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As regides A, B e C sdo respectivamente:

a. Regido de dopagem P, regido de deplecdo ,regido de dopagem N .

b. Regido de dopagem N, regido de deplec¢do ,regido de dopagem P .

c. Regido de dopagem intrinseca, regido de deplecdo, regido de dopagem extrinseca .
d. Regido de deplecdo, Regidao de dopagem P, regido de dopagem N .

e. nenhuma das alternativas acima.




